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Abstract (en)

The igniter has a thermal insulation layer (104) which is limited to the ignition gap region (108) of a semiconductor layer (106). The semiconductor
layer, at its end sections (110,112) held free from the thermal insulating layer, is connected fixed with a carrier (102). The semiconductor layer, is
heated, with current passing in the ignition gap region, to trigger the ignition.

Abstract (de)

Bei einem Halbleiterziinder, insbesondere fiir den Gasgenerator eines Schutzsystems flr Fahrzeuginsassen, bestehend aus einer auf einem
Trager (102) unter Zwischenlage einer thermischen Isolationsschicht (104) angeordneten, endseitig an elekirische Kontaktbereiche (114, 116)
angeschlossenen und beim Stromdurchgang im Ziindstreckenbereich (108) ziindauslésend erhitzten Halbleiterschicht (106) wird erfindungsgeman
unter Beibehalt einer hohen Ziindeffizienz eine mechanisch sichere Anbindung der Halbleiterschicht an den Trager dadurch erreicht, daf3 die
thermische Isolationsschicht auf den Zlindstreckenbereich der Halbleiterschicht begrenzt und die Halbleiterschicht an ihren von der thermischen
Isolationsschicht frieigehaltenen Endabschnitten (110, 112) unmittelbar mit dem Trager verbunden ist. <IMAGE>
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